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(57) Abstract:

(EN): The present disclosure provides a standard cell template and a semiconductor structure. The standard cell template
comprises: a first well region and a second well region, which are arranged in a first direction; a first gate pattern, which is located
in the first well region and extends in the first direction, and is used for defining a first gate electrode; a second gate pattern, which
is located in the second well region and extends in the first direction, and is used for defining a second gate electrode; and a gate
electrical connection pattern, which is located between the first gate pattern and the second gate pattern and is used for defining

a gate electrical connection structure, wherein the gate electrical connection structure is arranged in the same layer as the first

gate electrode and the second gate electrode, so as to be electrically connected to the first gate electrode and/or the second gate
electrode.

(FR): La présente invention concerne un modele de cellule standard et une structure semi-conductrice. Le modele de cellule
standard comprend : une premiere région de puits et une seconde région de puits, qui sont agencées dans une premiere direction ;
un premier motif de grille, qui est situé dans la premiere région de puits et s'étend dans la premiere direction, et est utilisé pour
définir une premiere électrode de grille ; un second motif de grille, qui est situé dans la seconde région de puits et s'étend dans la
premigre direction, et est utilisé pour définir une seconde électrode de grille ; et un motif de connexion électrique de grille, qui est
situé entre le premier motif de grille et le second motif de grille et est utilisé pour définir une structure de connexion électrique de
grille, la structure de connexion électrique de grille étant agencée dans la m&€me couche que la premiere électrode de grille et la
seconde électrode de grille, de maniere a étre électriquement connectée a la premiere électrode de grille et/ou a la seconde électrode
de grille.
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